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Respuesta en alta frecuencia del transistor Bipolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hfeib
ib

hie

b c

e

Cbc

Cbe

Cbc = Cob 

Cbe = ICQ

VT ωT

Cbe = ICQ

VT ωT

ICQ

VT ωT

ωT =2πfT

VT = 25 mV

Tarea: 
Diseñe el siguiente circuito:
• R1, R2 y RE para máxima excursión simétrica para un ICQ de 10 mA
•Cc y Ce para una frecuencia de corte en bajo de 10 Hz
•Obtenga diagrama de Bode completo (en altas y bajas frecuencias) para los valores típicos del 
transistor que da el fabricante

Indicaciones: El trabajo debe incluir todo el desarrollo teórico, mostrando la función de transferencia 
completa (IL/Ii). Debe seleccionar un transistor comercial y adjuntar las especificaciones y marcar 
todas aquellas características que están en las especificaciones del transistor y que utilizó en su 
diseño. 

iL

*Nota: El transistor presentado por cada alumno debe ser diferente al de los compañeros


